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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

結晶性酸化インジウム膜の光センサや半導体デバイスでの低抵抗電極としての応用
を目指して、Ceドープ水素化酸化インジウム(ICO:H)薄膜のスパッタ成膜条件の最
適化を行った。具体的には、成膜時の酸素濃度を0%から1.0％の範囲で変化させた
とき固相結晶化後の移動度が最大となる条件を検討した。事前に行ったHall測定に
より、移動度に酸素濃度依存性があることがわかっており、この要因を検討するた
めにFIB装置を用いて走査イオン顕微鏡像(SIM像)を撮影し、結晶粒サイズを評価し
た。

実験
Experimental

DCスパッタ法によりICO:H膜を酸素濃度0%から1.0％の範囲で変化させて成膜した。
その後N2中250℃で30分間アニールし固相結晶化させた。そして、各酸素濃度にお
いてAs depo膜とSPC膜のSIM像を撮影して表面を観察し、結晶粒サイズを観察し
た。

結果と考察
Results and Discussion

As depo膜のSIN像の結果から、酸素濃度0%では微結晶が生成していることが確認
された。しかし、酸素濃度が増加し0.3%になると非晶質化していることがわかった。
さらに酸素濃度が増加するとわずかに微結晶が生成していることが確認され
た。SPC膜については、酸素濃度増加とともに結晶粒サイズが増加し、0.3％で0.
５~1.5μmで最大となっていた。さらに酸素濃度が増加すると結晶粒サイズは減少
していた。移動度のHall測定結果と結晶粒サイズを比較すると、移動度の増減と結
晶粒サイズの増減に相関があり、移動度が最大化している酸素濃度0.3%で結晶粒サ
イズも最大化していた。そのため、この移動度の増減は結晶粒サイズの増減にとも
なう粒界散乱の強弱に起因すると考えられる。
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Fig.1  (a). SIM images of as-deposited films at various oxygen ratios. (b) SIM
images of SPC films at various oxygen ratios.
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